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저저항 투명전극/광추출층 집적기판과 이의 OLED 소자 응용 기술 개발

Developtment of Integrated Substrate with Highly Conductive Transparent Electrode and Light 

Extraction Layer and Its Applications for OLED Lighting

정성훈a,*, 안원민a, 김도근a
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초 록: 최근 OLED기술을 조명에 응용하고자 하는 연구가 급증되고 있다. 이는 유연하고, 대면적 확장이 가능하며, 다양한 

형태 구현에 있어 장점이 존재하기에 차세대 감성조명으로써 주목을 받고 있다. 고효율의 OLED 조명을 위해서는 저저항/

고유연의 투명전극 소재의 개발을 통해 전기적 손실을 최소화해야하고, 광추출층의 적용을 통해 내부에서 생성된 빛을 외

부로 잘 방출시켜 광학적 손실을 최소화해야한다. 이를 위해 많은 다양한 투명전극에 대한 연구와 광추출을 위한 방법에 

대한 연구가 진행이 되고 있고, 두 가지 효과를 한번에 얻을 수 있는 집적기판에 대한 수요가 높아지고 있다. 본 연구는 

인쇄공정과 플라즈마 공정을 통해, 미세배선이 함몰된 집적 기판을 개발하여 저저항/고유연 투명전극을 구현하였고 기판 

상 나노구조체 형성을 통해 광추출 효율을 기존에 비해 20% 이상 향상시킬 수 있었다. 이러한 기판은 향후 대면적 OLED 

조명에 응용이 가능할 것이라 전망한다. 
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증착 시간에 따른 Fe-N 박막의 구조 및 자성 특성에 관한 연구

A Study on Structure and Magnetic Properties of Fe-N Films with Different Sputtering time
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초 록: 희토류계 영구자석은 대부분의 전기, 전자 제품의 핵심부품이며 높은 보자력, BHmax를 가지고 있어 자기기록저장매

체, MEMS(엑츄에이터), 소형센서, 소형모터 등의 응용 분야에 적용시키기 위해 다양한 연구들이 진행되고 있다. 

 그러나 영구자석에 들어가는 희토류계 원소의 수급의 어려움 및 가격의 문제점으로 친환경 자석으로의 전환 및 희토류나 

중희토류를 사용하지 않는 비희토류계 영구자석을 제조 및 개발하는데 많은 연구가 이루어지고 있다. 이 중 Fe-N 계 자성 

물질인 Fe16N2는 포화 자화 값이 현재까지의 비희토류계 자성물질 중 가장 높은 값(240emu/g)을 나타내며 상대적으로 높은 

결정자기이방성 상수를 가지고 있어 비희토류계 영구자석 물질 중 하나로 주목받으며 연구되어지고 있다.

 본 연구에서는 Fe16N2 박막을 얻기 위해 DC Magnetron Sputtering 방법을 이용하여 Si wafer 위에 박막을 증착하고 증착 

시간에 따라 두께를 제어하여 제조한 후 박막의 미세구조, 상 분석, 자성 특성을 관찰을 통해 최적의 공정 조건을 찾고자 

하였다. 증착 시간에 따른 박막의 성장 속도는 일정하게 증가하였으며, 증착 시간의 증가에 따라 박막 내 Fe16N2의 상대적

인 분율은 감소하였다. 모든 공정 조건에서 Fe3N, Fe4N, Fe16N2 상들이 섞여 성장하였으며 XRD를 통한 상분석과 더불어 

VSM을 통한 자성 특성을 분석해본 결과 Fe16N2의 분율을 가장 높게 성장된 공정 조건은 증착 시간이 10분이며 박막의 두

께가 ~1μm 일 때, 최적의 조건을 얻을 수 있었으며, 이 때의 자성 특성을 분석한 결과 ~2.45T의 포화 자화 값과 ~1.41T의 

잔류 자화 값을 얻을 수 있었다.
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